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 暫定版暫 データシート 

R1EX25002ASA00I/R1EX25002ATA00I 
R1EX25004ASA00I/R1EX25004ATA00I 
Serial Peripheral Interface 
2k EEPROM (256-word × 8-bit) 
4k EEPROM (512-word × 8-bit) 

概要 

R1EX25xxxAシリ－ズはシリアルペリフェラルインターフェースコンパチブル（SPI）の EEPROM（電気
的に書き換え可能な ROM）です。最新のMONOSメモリ技術，CMOSプロセスおよび低電圧回路技術を採
用し，低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・高信頼性を実現しています。また，16バイトページ書き換
え機能により，データ書き換えが高速化されています。 

 

特長 

• 単一電源：1.8V～5.5V 
• シリアルペリフェラルインターフェースコンパチブル（SPIバス） 

SPIモード 0 (0, 0) と 3 (1, 1) 対応 
• 動作周波数：5MHz (2.5V～5.5V)，3MHz (1.8V～5.5V) 
• 消費電流 
スタンバイ時：2.0μA (max) 
読み出し時 ：2.0mA (max) 
書き換え時 ：2.5mA (max) 

• ページ書き換え：ページサイズ 16バイト 
• 書き換え時間：5ms  
• 書き換え回数：100万回以上 @25℃ 
• データ保持 ：100年以上 @25℃ 
• 小型パッケージ：SOP8ピン，TSSOP8ピン 
• 出荷形態 

TSSOP8ピン：3,000IC/reel  
SOP8ピン  ：2,500IC/reel 

• 温度範囲：–40～+85°C 
• 本製品は鉛フリー仕様です。（#U0、#S0） 
• 本製品はハロゲンフリー仕様です。（#U0） 
 

R10DS0106JJ0200
Rev.2.00

2013.11.12
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製品ラインアップ 

Orderable Part 
Numbers 

Internal 
organization 

Package Shipping tape 
and reel 

 Halogen free 
R1EX25002ASA00I#S0 2k bit (256 × 8-bit) 150 mil 8-pin plastic SOP  

PRSP0008DF-B (FP-8DBV) 
Lead free 

— 2,500 IC/reel 

R1EX25004ASA00I#S0 4k bit (512 × 8-bit) — 

R1EX25002ATA00I#S0 2k bit (256 × 8-bit) 8-pin plastic TSSOP  
PTSP0008JC-B (TTP-8DAV) 
Lead free 

— 3,000 IC/reel 

R1EX25004ATA00I#U0 4k bit (512 × 8-bit) ס 

R1EX25004ATA00I#S0 — 

 

ピン配置 

8-pin SOP/TSSOP

(Top view)
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ピン説明 

Pin name Function 

C Serial clock 

D Serial data input 

Q Serial data output 

S Chip select 

W Write protect 

HOLD Hold 

VCC Supply voltage 

VSS Ground 
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ブロックダイアグラム 
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絶対最大定格 

Parameter Symbol Value Unit 

Supply voltage relative to VSS VCC −0.6 to +7.0 V 

Input voltage relative to VSS Vin −0.5*2 to +7.0 V 

Operating temperature range*1 Topr −40 to +85 °C 

Storage temperature range Tstg −55 to +125 °C 

【注】 1. データ保持含む 

 2. パルス幅が 50ns以下の場合は，−3.0V 

 

DC動作条件 

Parameter Symbol Min Typ Max Unit 

Supply voltage VCC 1.8 ⎯ 5.5 V 

 VSS 0 0 0 V 

Input voltage VIH VCC × 0.7 ⎯ VCC + 0.5 V 

 VIL −0.3*1 ⎯ VCC × 0.3 V 

Operating temperature range Topr −40 ⎯ +85 °C 

【注】 1. パルス幅が 50ns以下の場合は，−1.0V 

 

容量 

(Ta = +25°C, f = 1 MHz) 

Parameter Symbol Min Typ Max Unit Test conditions 

Input capacitance (D,C, S, W, HOLD) Cin*1 ⎯ ⎯ 6.0 pF Vin = 0 V 

Output capacitance (Q) CI/O*1 ⎯ ⎯ 8.0 pF Vout = 0 V 

【注】 1. Not 100% tested 

 

メモリセル特性 

(VCC = 1.8 V to 5.5 V) 

 Ta=25°C Ta=85°C Notes 

書き換え回数 1,000k Cycles min. 100k Cycles min 1 

データ保持年数 100 Years min. 10 Years min. 1 

【注】 1. Not 100% tested 
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DC特性 
Parameter Symbol Min Typ Max Unit Test conditions 

Input leakage current  ILI ⎯ ⎯ 2.0 μA VCC = 5.5 V, VIN = 0 to 5.5 V 
(S, D, C, HOLD, W) 

Output leakage current  ILO ⎯ ⎯ 2.0 μA VCC = 5.5 V, VOUT = 0 to 5.5 V
(Q) 

VCC current Standby ISB ⎯ 0.5 ⎯ μA VIN = VSS or VCC,VCC = 3.6 V 

   ⎯ 1.0 2.0 μA VIN = VSS or VCC,VCC = 5.5 V 

 Active ICC1 ⎯ 0.2 1.5 mA VCC = 3.6 V, Read at 5 MHz 
VIN = VCC × 0.1/VCC × 0.9  

Q = OPEN 

   ⎯ ⎯ 2.0 mA VCC = 5.5 V, Read at 5 MHz 
VIN = VCC × 0.1/VCC × 0.9  

Q = OPEN 

  ICC2 ⎯ 1.0 2.0 mA VCC = 3.6 V, Write at 5 MHz 
VIN = VCC × 0.1/VCC × 0.9 

   ⎯ ⎯ 2.5 mA VCC = 5.5 V, Write at 5 MHz 
VIN = VCC × 0.1/VCC × 0.9 

Output voltage  VOL1 ⎯ ⎯ 0.4 V VCC = 5.5 V, IOL = 2 mA 

  VOL2 ⎯ ⎯ 0.4 V VCC = 2.5 V, IOL = 1.5 mA 

  VOH1 VCC × 0.8 ⎯ ⎯ V VCC = 5.5 V, IOH = −2 mA 

  VOH2 VCC × 0.8 ⎯ ⎯ V VCC = 2.5 V, IOH = −0.4 mA 

 



R1EX25002ASA00I/R1EX25002ATA00I/R1EX25004ASA00I/R1EX25004ATA00I  

R10DS0106JJ0200  Rev.2.00  Page 5 of 19 
2013.11.12  

AC特性 

 

測定条件 

• 入力パルスレベル：VIL = VCC × 0.2 
       ：VIH = VCC × 0.8 

• 入力立ち上がり/立ち下がり時間：≤ 10ns 
• 出力負荷：100pF 
• 入力タイミング参照レベル：VCC × 0.3, VCC × 0.7 
• 出力判定レベル：VCC × 0.5 
 

(Ta=−40～+85°C，VCC=2.5V～5.5V) 

Parameter Symbol Alt Min Max Unit Notes 

Clock frequency fC fSCK ⎯ 5 MHz  

S active setup time tSLCH tCSS1 90 ⎯ ns  

S not active setup time tSHCH tCSS2 90 ⎯ ns  

S deselect time tSHSL tCS 90 ⎯ ns  

S active hold time tCHSH tCSH 90 ⎯ ns  

S not active hold time tCHSL ⎯ 90 ⎯ ns  

Clock high time tCH tCLH 90 ⎯ ns 1 

Clock low time tCL tCLL 90 ⎯ ns 1 

Clock rise time tCLCH tRC ⎯ 1 μs 2 

Clock fall time tCHCL tFC ⎯ 1 μs 2 

Data in setup time tDVCH tDSU 20 ⎯ ns  

Data in hold time tCHDX tDH 30 ⎯ ns  

Clock low hold time after HOLD not active tHHCH ⎯ 70 ⎯ ns  

Clock low hold time after HOLD active tHLCH ⎯ 40 ⎯ ns  

Clock high setup time before HOLD active tCHHL ⎯ 60 ⎯ ns  

Clock high setup time before HOLD not active tCHHH ⎯ 60 ⎯ ns  

Output disable time tSHQZ tDIS ⎯ 100 ns 2 

Clock low to output valid tCLQV tV ⎯ 70 ns  

Output hold time tCLQX tHO 0 ⎯ ns  

Output rise time tQLQH tRO ⎯ 50 ns 2 

Output fall time tQHQL tFO ⎯ 50 ns 2 

HOLD high to output low-Z tHHQX tLZ ⎯ 50 ns 2 

HOLD low to output high-Z tHLQZ tHZ ⎯ 100 ns 2 

Write time tW tWC ⎯ 5 ms  

【注】 1. tCH + tCL ≥ 1/fC 

 2. Not 100% tested. 
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(Ta=−40～+85°C，VCC=1.8V～5.5V) 

Parameter Symbol Alt Min Max Unit Notes 

Clock frequency fC fSCK ⎯ 3 MHz  

S active setup time tSLCH tCSS1 100 ⎯ ns  

S not active setup time tSHCH tCSS2 100 ⎯ ns  

S deselect time tSHSL tCS 150 ⎯ ns  

S active hold time tCHSH tCSH 100 ⎯ ns  

S not active hold time tCHSL — 100 ⎯ ns  

Clock high time tCH tCLH 150 ⎯ ns 1 

Clock low time tCL tCLL 150 ⎯ ns 1 

Clock rise time tCLCH tRC — 1 μs 2 

Clock fall time tCHCL tFC — 1 μs 2 

Data in setup time tDVCH tDSU 30 ⎯ ns  

Data in hold time tCHDX tDH 50 ⎯ ns  

Clock low hold time after HOLD not active tHHCH ⎯ 140 ⎯ ns  

Clock low hold time after HOLD active tHLCH ⎯ 90 ⎯ ns  

Clock high setup time before HOLD active tCHHL ⎯ 120 ⎯ ns  

Clock high setup time before HOLD not active tCHHH ⎯ 120 ⎯ ns  

Output disable time tSHQZ tDIS ⎯ 200 ns 2 

Clock low to output valid tCLQV tV ⎯ 120 ns  

Output hold time tCLQX tHO 0 ⎯ ns  

Output rise time tQLQH tRO ⎯ 100 ns 2 

Output fall time tQHQL tFO ⎯ 100 ns 2 

HOLD high to output low-Z tHHQX tLZ ⎯ 100 ns 2 

HOLD low to output high-Z tHLQZ tHZ ⎯ 100 ns 2 

Write time tW tWC ⎯ 5 ms  

【注】 1. tCH + tCL ≥ 1/fC 

 2. Not 100% tested. 
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タイミング波形 

Serial Input Timing 
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ピン機能 

シリアル出力（Q） 

シリアルデータの出力端子です。データ出力は，シリアルクロックの立ち下がりにて変化します。 

シリアル入力（D） 

シリアルデータの入力端子です。命令コード・アドレス・書き込みデータを取り込みます。シリアルクロッ
クの立ち上がりにてデータをラッチします。 

シリアルクロック（C） 

シリアルデータのタイミングを設定するためのクロック入力端子です。命令コード・アドレスおよび書き
込みデータの入力は，クロックの立ち上がりで取り込まれます。データ出力は，クロックの立ち下がり時に
出力します。 

チップセレクト（S） 

チップを選択状態に設定するための入力端子です。この入力が“H”レベルのとき，デバイスは非選択状
態で出力は High-Zとなります。内部にて書き込み状態でない限りデバイスはスタンバイ状態です。チップセ
レクトを“L”レベルにするとデバイスはアクティブ状態になります。電源立ち上げ後，チップセレクトを立
ち下げたときに何らかの命令コードを入力する必要があります。 

ホールド（HOLD） 

ホールドは，デバイスを非選択状態にせずにシリアルコミュニケーションを休止するときに使用します。
ホールド状態では，シリアル出力は High-Z状態となり，シリアル入力およびシリアルクロックは Don’t Care
となります。ホールド動作中は，チップセレクト(S)を“L”レベルにし，デバイスをアクティブ状態にしな
ければなりません。 

ライトプロテクト（W） 

ライトプロテクト(W)は，書き込み命令に対して，メモリデータを保護するときに使用します。ライトプロ
テクトを“L”レベルとした場合，WRSR，WRITE命令は実行されません。ただし，すでにライトサイクル
が実行中の場合は，中断することはできません。 
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動作説明 

ステータスレジスタ 

ステータスレジスタの構成を，下記に示します。ステータスレジスタは，専用の命令により読み出し・書
き込みが可能です。 

ステータスレジスタ構成図 

1 1 1 1 BP1 BP0 WEL WIP

Block Protect Bits
Write Enable Latch Bits

Write In Progress Bits

b0b7

 

 

WIP Bit：メモリが書き込み動作状態であることを示します。 

WEL Bit：内部のWrite Enable Latchの状態を表示します。 

BP0, BP1 Bit：Block Protectビットは，BP0, BP1の値にてプロテクトする領域を変更できます。Block Protect
ビットは，不揮発性メモリで構成されているため電源が OFFしても記憶しています。 

命令コード 

命令コードは下記の表に示すように 1バイトの構成です。 

もし，無効な命令コードを受信したときは，デバイスは非選択状態になります。 

 

Instruction Set 

Instruction Description Instruction format 

WREN Write Enable 0000 X110 

WRDI Write Disable 0000 X100 

RDSR Read Status Register 0000 X101 

WRSR Write Status Register 0000 X001 

READ Read from Memory Array 0000 A011 

WRITE Write to Memory Array 0000 A010 

【注】 1. Xは任意です。 

 2. Aは R1EX25004Aにおける A8となります。 

 



R1EX25002ASA00I/R1EX25002ATA00I/R1EX25004ASA00I/R1EX25004ATA00I  

R10DS0106JJ0200  Rev.2.00  Page 10 of 19 
2013.11.12  

Write Enable (WREN)： 

データの書き込み動作 (WRITEとWRSR)を行う前には，Write Enable Latch (WEL)ビットをセットしなくて
はなりません。本命令が，WELビットをセットする方法です。下記に動作を示します。 

チップセレクト (S)にてデバイスを選択後，シリアル入力 (D)より命令コードを入力します。Sでデバイス
を非選択状態にすることによりWELビットがセットされます。 

WREN動作 
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Instruction
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VIH
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Write Disable (WRDI)： 

WRDIは，WELビットをリセットする一つの方法です。下記に動作を示します。チップセレクト (S)にて
デバイスを選択後，シリアル入力 (D)より命令コードを入力します。Sでデバイスを非選択状態することによ
りWELビットがリセットされます。 

WELビットは，実際は下記に示す動作実行後にリセットされます。 

電源立ち上げ 
WRDI実行 
WRSR命令完了後 
WRITE命令完了後 
ライトプロテクト(W)信号に“L”を入力した時 

 

WRDI動作 
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READ Status Register (RDSR)： 

RDSRは，ステータスレジスタのデータを読み出すことができます。ステータスレジスタは，いつでも読
み出し可能です。書き込み動作進行中でも，WIPビットをチェックすることにより書き込み動作の進行を確
認することができます。また，ステータスレジスタは，連続して読み出すことが可能です。 

RDSR動作 

S
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C

D

Q

Status Register Out

0 1 2 3 4 5 6 7

01234567 7

8 9 10 11 12 13 14 15

High-Z

VIH

VIL

VIH

VIL

VIH

VIL

VIH

VIL

 

 

ステータスレジスタのステータスおよびコントロールビットは下記の通りです。 

WIP bit：WIPビットは，メモリがWriteまたはWrite Status Registerの書き込み動作中か否かを表示します。 
“1”であれば書き込み動作中であり，“0”であれば書き込み動作は終了しています。 

WEL bit：WELビットは，内部のWrite Enable Latchの状態を示します。“1”であれば内部のWrite Enable 
Latchがセットされている状態です。“0”であれば内部のWrite Enable Latchがリセット状態で，
デバイスはWriteまたはWrite Status Registerの命令を受け取ることができません。 

BP1, BP0 bit：Block Protectビットは，不揮発性メモリで構成されています。これは，Write to Memory Array  
(WRITE)命令に対するプロテクトの領域サイズを定義するものです。これらのビットは，Write 
Status Register (WRSR)命令にて書き換え可能です。Block Protectビットの一つまたは両方を“1”
にセットしたときWrite to Memory Array (WRITE)命令に対して関連するメモリ領域（アドレス範
囲参照）がプロテクトされます。 
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WRITE Status Register (WRSR)： 

WRSR命令は，ステータスレジスタの値 (BP1, BP0)を書き換えることができます。WRSRを実行する前に，
WREN命令にてWELビットをあらかじめセットしてください。WRSRの動作を下記に示します。 

WRSR命令は，ステータスレジスタの b7, b6, b5, b4, b1と b0については書き換えできません。ステータス
レジスタを読み出したときには，b7, b6, b5, b4はいつも“1”データで読み出されます。最初にチップセレク
ト(S)を“L”とします。その後命令コード・データをシリアル入力(D)より入力します。データ入力後または，
次のシリアルクロック立ち上がり入力前にチップセレクト (S)を“H”とすることにより，セルフタイムの
WRSR書き込み動作を開始します (tW)。WRSR書き込み動作の間，WIPビットの値を読み出すことにより動
作状態を確認することができます。WIPビットが“1”のとき，セルフタイムのWRSR書き込み動作中です。
“0”のときは，書き込み動作が完了しています。書き込み動作が完了したときにWELビットはリセットされ
ます。 

WRSR命令は，ユーザがリードオンリーメモリとして取り扱う領域サイズを規定する BP0, BP1の値を変更
することが可能です。 

BP0, BP1の内容は，WRSR命令実行中は，WRSR命令前の値を保持しています。新しくアップデートされ
た値は，WRSR命令の実行が完了した時点で変更されます。 

この命令が受け付けられないか，または実行されない場合を下記に示します。 

WELビットが“1”にセットされていないとき（WRITE命令直前にあらかじめセットされていない） 
すでに書き込みサイクル実行中 
ライトプロテクト(W)信号に“L”を入力している 

 

WRSR動作 
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Read from Memory Array (READ)： 

下記に READ動作を示します。チップセレクト (S)に“L”入力後，シリアル入力 (D)より命令コード・ア
ドレスを入力します。入力されたアドレスは，内部アドレスレジスタへロードされ，そしてアドレスのデー
タがシリアル出力 (Q)より出力されます。最上位アドレス(A8)はインストラクションの 5番目の bitとして入
力します。 

データの出力以降 Sを“L”に保持した場合，シリアルクロック入力 8クロック毎に，内部アドレスレジス
タは自動的にインクリメントされて，新しいアドレスのデータを出力します。 

アドレスが最上位に到達したとき，アドレスカウンタはロールオーバーして，アドレスは 0番地になり，
リードサイクルは際限なく続きます。 

リードサイクルを終わらせるためには，Sを“H”にします。チップセレクトの立ち上がりはサイクル中い
つでも可能です。READ命令コードが受け付けられないまたは実行できない場合は，書き込みサイクルの実
行中です。 

READ動作 

S

W

C

D

Q

8-Bit Address

Data Out 2Data Out 1

0 1 2 3 4 5 6 7

A0A1A2A3A5A6A7A8

8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

High-Z

VIH

VIL

VIH

VIL

VIH

VIL

VIH

VIL

01234567 7

Instruction

 

【注】 1. アドレス範囲に示すように，メモリサイズにより，最上位アドレスは Don’t careになります。 
 

アドレス範囲 

Device R1EX25004A R1EX25002A 

Address bits A8 to A0 A7 to A0 

【注】 1. The most significant address bit are Don’t Care on the R1EX25002A 
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Write to Memory Array (WRITE)： 

下記にWRITE動作を示します。最初にチップセレクト (S)を“L”とします。その後，命令コード・アド
レス・データをシリアル入力 (D)より入力します。 

データ入力後または，次のシリアルクロック立ち上がり入力前に Sを“H”とすることにより，セルフタ
イムのWRITE動作を開始します (tW)。 

下記では，8ビットのデータを入力した場合を示しています。書き込み動作が終了するとWIPビットは 

“0”にリセットされます。 

もし，WRITE動作 (Page)のように Sを“L”として次の入力データが入力されると，スタート時に与えら
れたアドレスの同じページの終わりに向かってアドレスをインクリメントしながらデータが入力されます。
もし，デバイスへ入力されるデータの数がページの範囲を超えた場合，内部のアドレスカウンタはロールオー
バーしページの最初になり，先に入力されたデータは上書きされます。 

この命令が受け付けられないか，または実行されない場合を下記に示します。 

WELビットが“1”にセットされていないとき（WRITE命令直前にあらかじめセットされていない） 
すでに書き込みサイクル実行中 
書き込むアドレスページが BP0, BP1によってプロテクト領域となっている 
ライトプロテクト(W)信号に“L”を入力している 

 

WRITE動作 (1Byte) 

S

W

C

D

Q

8-Bit Address Data Byte 1

0 1 2 3 4 5 6 7

0123A5A6A7

8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

High-Z

VIH

VIL

VIH

VIL

VIH

VIL

VIH

VIL

4567A0A1A2A3

Instruction

A8

 

【注】 1. アドレス範囲に示すように，メモリサイズにより，最上位アドレスは Don’t careになります。 
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WRITE動作 (Page) 

S

W

C

D

Q

8-Bit Address Data Byte 1

0 1 2 3 4 5 6 7

0123A5A6A7

8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

High-Z

VIH

VIL

VIH

VIL

VIH

VIL

VIH

VIL

4567A0A1A2A3

Instruction

S

W

C

D

Q

Data Byte 3 Data Byte N

24 25 26 27 28 29 30 31

7

32 33 34 35 36 37 38 39

High-Z

VIH

VIL

VIH

VIL

VIH

VIL

6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0

Data Byte 2

A8

 

【注】 1. アドレス範囲に示すように，メモリサイズにより，最上位アドレスは Don’t careになります。 
 

プロテクト動作 

ライトプロテクト動作は下記に示すように，ステータスレジスタ bit (BP1, BP0)値により，全領域，上位 1/2，
上位 1/4の範囲がプロテクトされます。 

また，ライトプロテクト(W)信号は“L”にすることにより，下記の効果をもちます。 

WRITE, WRSR命令に対するライトプロテクト 
WELbitのリセット 

 
ライトプロテクトブロックサイズ 

Status register bits  
Protected blocks 

Array addresses protected 

BP1 BP0 R1EX25004A R1EX25002A 

0 0 None None None 

0 1 Upper quarter 180h – 1FFh C0h – FFh 

1 0 Upper half 100h – 1FFh 80h – FFh 

1 1 Whole memory 000h – 1FFh 00h – FFh 
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ホールド動作 

ホールドは，デバイスを非選択状態にせずにシリアルコミュニケーションを中断するために使用します。
ホールド状態では，シリアル出力は High-Zとなり，シリアル入力およびシリアルクロックは“Don’t Care”
となります。ホールド状態のときは，チップセレクト (S)を“L”レベルにし，デバイスを選択状態にする必
要があります。 

通常，ホールド状態の期間，デバイスは選択状態を保持しますが，進行中の動作をリセットしたいときは，
ホールド状態の期間に，デバイスを非選択状態にすることで，デバイスの状態をリセットすることができま
す。下記にホールド動作を示します。シリアルクロック (C)が“L”レベルの状態で，ホールド (HOLD)を“L”
レベルにした場合，ホールド (HOLD)の切り替わりと同時にホールド状態を開始し，ホールド (HOLD)を“H”
レベルにした場合，ホールド (HOLD)の切り替わりと同時にホールド状態を終了します。 

シリアルクロック (C)が“H”レベルの状態で，ホールド (HOLD)を“L”レベルにした場合，ホールド(HOLD)
の切り替わり後，シリアルクロックが“L”レベルとなったときホールド状態を開始し，ホールドを“H”レ
ベルにした場合，ホールド(HOLD)の切り替わり後，シリアルクロックが“L”レベルとなったときホールド
状態を終了します。 

C

HOLD

HOLD status HOLD status

 

 

電源立ち上げ 

電源立ち上げ手順 

電源 On/Offときの誤動作により，データが破壊される場合があります。データ破壊を防止するために，本
製品では，Power On Reset回路が正しく動作するように下記にご注意ください。 

• 電源 On/Off時には，チップセレクト (S)を VCCに固定してクロックさせないこと 
• 電源 On/Offは，スタンバイ状態で行うこと 
• 中間レベルからの電源 Onは誤動作の原因となるため，電源 On時には必ず 0Vより立ち上げること 
• 電源 On時の立ち上げレートは 2μs/V以上にすること 
• 電源立ち下げ時前に，WRSRまたはWRITE命令を実行したときは，ライトサイクル時間 (tW)待って電源
を立ち下げてください。 

電源ノイズ対策 

誤動作の原因となる電源ノイズを低減するため，VCC–VSS間にできるだけ配線経路が短くなるように，0.1μF
のバイパスコンデンサ(高周波特性の良い積層セラミックコンデンサなど)を配置することを推奨致します。 

 

出荷時データ 

EEPROMは、出荷時、全てのビットが“1”の状態 (FF Hex) です。 
また、ブロックプロテクトビット (BP1, BP0) の値は“0”状態です。 
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外形寸法図 

R1EX25002ASA00I/R1EX25004ASA00I (PRSP0008DF-B / Previous Code:  FP-8DBV) 

PRSP0008DF-BP-SOP8-3.9x4.89-1.27

A

L

e

c

b

D

E

A

b

c

θ

x

y

H

Z

L

2

1

1

E

1

MASS[Typ.]

0.08g

4.89

1.06

0.25

0° 8°

6.02

0.15 0.20 0.25

0.45

0.102 0.14 0.254

3.90

0.406 0.60 0.889

1.73

Reference
Symbol

Dimension in Millimeters

Min Nom Max

Previous CodeJEITA Package Code RENESAS Code

FP-8DBV

5.15

1A

p 0.35 0.40

6.205.84

1.27

0.10

0.69

Index mark

E

1

y

x M
p

*3

*
2

*1
F

4

8 5

D

E H
A

Z b 

p

Terminal cross section

 ( Ni/Pd/Au plating )

b

c
Detail F

1

1

L

LA
 

θ

NOTE)
1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2"

DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2. DIMENSION"*3"DOES NOT

INCLUDE TRIM OFFSET.

e
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R1EX25002ATA00I/R1EX25004ATA00I (PTSP0008JC-B / Previous Code:  TTP-8DAV) 

PTSP0008JC-BP-TSSOP8-4.4x3-0.65

A

L

e

c

b

D

E

A

b

c

θ

x

y

H

Z

L

2

1

1

E

1

MASS[Typ.]

0.034g

3.00

1.00

0.13

0° 8°

6.40

0.10 0.15 0.20

0.25

0.03 0.07 0.10

4.40

0.40 0.50 0.60

1.10

Reference
Symbol

Dimension in Millimeters

Min Nom Max

Previous CodeJEITA Package Code RENESAS Code

TTP-8DAV

3.30

1A

p 0.15 0.20

6.606.20

0.65

0.10

0.805

*1

8 5

E

*
2

Index mark

1 4

*3
p

Mx

y

F

A

D

E H

Z b 

Detail F

1

1

A
 

L

L

θ

p

Terminal cross section

 ( Ni/Pd/Au plating )

c

b

NOTE)
1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2"

DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2. DIMENSION"*3"DOES NOT

INCLUDE TRIM OFFSET.

e
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 C - 1 

改訂記録 
R1EX25002ASA00I/R1EX25002ATA00I/ 

R1EX25004ASA00I/R1EX25004ATA00Iデータシート 

 

Rev. 発行日 

改訂内容 

ページ ポイント 

0.01 2008.02.21 — 新規登録 

1.00 2012.01.10 — ルネサス新フォーマット適用、暫定解除 

2.00 2013.11.12 1, 3 

1 

書き換え回数 100 万回→100 万回以上@25℃ 

データ保持 10 年以上→ 100 年以上@25℃ 

ハロゲンフリー記述追加 

  2 製品ラインアップを受注型名に変更、Halogen free項目追加 

  3 ブロックダイアグラムに Voltage detector追加 

  4 DC特性項目追加 

ISB =0.5μA(Typ) @3.3V, ICC1 = 0.2mA(Typ) @3.3V, ICC2 = 1.0 mA (Typ) @3.3V 
メモリ特性表を追加 

5, 6 メモリ特性表追加にともない AC 特性表から Erase/Write Endurance 値を削除 

注 3削除、注 1,2を修正 

14 使用上の注意に下記の項目追加 

『電源ノイズ対策』、『出荷時データ』を追加 
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